Optoelekironischer Koppler MB 101

Der MB 101 besteht gus einer Infrarot-Emitterdiode und
einem Silizium-npn-Fototransistor. Er dient zur galvanischen
Trennung von Stromkreisen mit hohen Potentialdifferenzen
und ist verwiegend fiir den Einsatz in der Stever- und Re-

gelungstechnik vorgesehen.
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Bild 2: Abhiingigkeit des SpitzendurchioBstromes und des DurchlaeB-

gleichstromes von der Umgehungstamperatur
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Abfallzeit ¢ - 5 25 148
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Priffspannung Usg - 5 kv
Eingdngsdiode
DurchlaBgleichstrom Ig - 50 mA
SpitzendurchleBstrom lpryd) - 100 ma
Spergleichspannung Ug — 2 v
Spizensparrspaniung Urey - 2 v
Ausgangstransistor
Kollektor-Emitier-Span-
nung Upg - 15 V
Kollektor-Emitterspitzen-
spannung Upgy - 15 v
Emitier-Kellektarspan-
nung Ure - 5 Y
Emitter-Kollekiprspitzen-
spannung Urca - 5 V
Verlustleistung Pios - 50 mw
Umgebungstemperatur &, 0 +70 =C
Lagerungstemperatur Py, —55 +70 €«
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Bild 8: Mitteres Tempataturkoeffizient des Kollekferstromes des Aws-
gungstransistors i Abhéngigkeit ¥om Eingangscirdiv. Parametet: Kel-

lektor-Emitierspanmung Ugp
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